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Telefunken Transistor AF139 Datasheet

AF 139

Germanium-PNP-UHF-Transistor fiir Vor-, Misch- und Oszillatorstufen
bis 860 MHz.

Germanium PNP UHF transistor for use in input stages, mixer stages
and oscillators up to 860 MHz.

Abmessungen - Dimensions

MaBe in mm
M2:1
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Anschlu =S« ist mit dem Gehduse verbunden Normgehiuse
Tarminal § is connected to casa EEIEI‘::J:I‘%&Tq
Zubehor - Accessories Ga:'icht _ W&igrft
Zwischensockel Best.-Nr. 009010 max. 0.5g
Absolute Grenzdaten - Absolute maximum ratings
Kollektor-Basis-Sperrspannung =Uceo 20 v
Kollektor-Emitter-Sperrspannung =Ucen 15 v
Emitter-Basis-Sperrspannung -Uegpo 03 v
Kollektorstrom - 10 mA
Basisstrom =g 1 mA
Gesamtverlustleistung
lamb = 45°C Plﬂl’ &80 mw
Sperrschichttemperatur t 90 “C
Lagerungstemperatur tstg =30..+90 °c
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Telefunken Transistor AF139

Warmewiderstdnde - Thermal resistances
Sperrschicht-Umgebung Rinaa
Sperrschicht-Gehause Rihuc

Statische KenngroBen - DC characteristics
Umgebungstemperatur ty, = 25°C
Kollektorrestsirom

~Ucg = 20V “lcso

-Ucg = 15V -lceo
Emitterreststrom

=Ugg = 0.3V -lEBD
Basisstrom

=Ucg 12V, —||: = 1.5 mA _IE

—UCE 6V, -|c =2 mA 'IE-

=Upg = BV.=-lg =5 mA -lg
Basis-Emitterspannung

=Urg 12V, —1|:_ = 1.5 m#A 'UBE

=Ure BV, _IC =2 mA —UEE

-Uce 6V, _IC =58 mA —UBE
Kollektor-Basis-Gleichstromverhiltnis

=Upg = 12V, —Ic = 1.5 mA hFE

=Upg - 6 Y, ‘-|G =2 mA hFE

=Upg = 6BV, =lg =5 mA heE

Dynamische KenngréBen - AC characteristics
Umgebungstemperatur tamp = 25°C
Transitfrequanz

-Ugg = 12V, =lg = 1,5mA, f = 100MHz iy
Maximale Schwingfrequenz
=Upp = 12V, =l = 1,5mA fmax
Rickwirkungszeitkonstante
=Ugg = 12V, =g = 1,5mA, f = 25MHz rpp - Cyp
Rickwirkungskapazitat
“Upg = 12V, =g = 1.5mA, f = 0.45MHz Cure
Rauschmai
-Upg = 12V, -l = 1.5mA, Rz = 60Q
f BOOMHzZ F1)
f = 8680MHz F2)
Leistungsverstarkung
_UCB =12V, '-IC = 15méA, f BO0 MHz Uml}
f = 860MHz ".pr

1} sighe MeBschaliung 2} in Basisschaltung
see lesl circuit in commaon base configuration

320
320
360
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Typ. Max.
750 *C/W
400 *C/W
05 8 pA
05 i
2 100 pA
30 150 pA
36 pA
66 p
380 430 mv
380 430 mv
405 450 mv
50
25
75
550 MHz
27 GHz
3 ps
025 pF
7 g2 dB
75 g8 dB
11 dB
10 dB
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Min. Typ. Max.

Ruckwartadampfung

—UCB = 12V, _IG 1.5mA —aninul'- 23 dB
f 800 MH z
C=0,..2pF
Ly= Swdg
Rg Ly=B'Wdg
nL llﬂlﬂ‘._aﬂ-ﬂl'l
] Ankepplung an RI.

s0. dad rpI1.4l n

Mefschaltu fir: F, T
T2ETETIK - ng fir: F. ob . ~Vpbinw

Vierpol KenngréBen - Two port characteristics
Umgebungstemperatur tgmp = 25°C

Basisschaltung
_UCB =12V, —|c 1.5mA, f = 200 MHz

KurzschluB-Eingangsadmittanz Oib 28 mS
—bip 24 mS

KurzschluB-Rickwértssteilheit -Re [v) 0,06 ms
=im (g 0.16 mS

KurzschluB-Vorwértssteilheit -Re (v 22 mS
Irm (¥ ) 30 mS

KurzschluB-Ausgangsadmittanz 9ab 0,09 mS
boh 1.2 mS

Basisschaltung
-Upg = 12V, -l = 1,5mA, f = 800 MHz

KurzschluB-Eingangsadmittanz Ok ¥ m3

' —bip 11 ms

Kurzschlul-Rickwartssteilheit Yrby 0.4 mS
-%p 120°

KurzschluB-Vorwartssteilheit ¥Vih 14 mS
Pt 35°

KurzschluB-Ausgangsadmittanz Oah 05 mS

Dab 7.5 mS

1) giehe MeBschaltung
see lest circuit
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